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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランスデューサヘッドであって、
　書込磁極と、
　シールドと、
　前記シールドの磁気応答と前記書込磁極の磁気応答とを能動的に同期させる制御回路と
を備え、
　前記制御回路は、少なくとも１つのコイルワイヤを励起するように構成され、
　前記コイルワイヤは、前記シールドの内部にある、トランスデューサヘッド。
【請求項２】
　前記シールドは、前面シールドである、請求項１に記載のトランスデューサヘッド。
【請求項３】
　前記シールドは、側面シールドである、請求項１に記載のトランスデューサヘッド。
【請求項４】
　前記制御回路は、記録媒体上の磁気セルの密度を増加させて、消去を緩和するとともに
性能を向上させるように構成される、請求項１に記載のトランスデューサヘッド。
【請求項５】
　前記制御回路は、記録媒体上のトラックに沿った磁気セルの密度を増加するように構成
される、請求項１に記載のトランスデューサヘッド。
【請求項６】
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　前記制御回路は、記録媒体上の隣接トラック間の磁気セルの密度を増加するように構成
される、請求項１に記載のトランスデューサヘッド。
【請求項７】
　方法であって、
　少なくとも１つのコイルワイヤを励起する電流信号のパラメータを調整することによっ
て、シールドの磁気応答を書込磁極の磁気応答に能動的に同期させるステップを備え、
　前記少なくとも１つのコイルワイヤは、前面シールドの内側にある、方法。
【請求項８】
　方法であって、
　少なくとも１つのコイルワイヤを励起する電流信号のパラメータを調整することによっ
て、シールドの磁気応答を書込磁極の磁気応答に能動的に同期させるステップを備え、
　前記少なくとも１つのコイルワイヤは、側面シールドの内部にある、方法。
【請求項９】
　前記シールドを励起するステップをさらに備える、請求項７または請求項８に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気データ記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　書込動作中に、トランスデューサ書込ヘッドが磁気媒体上の適切な磁気セルを正確に磁
化することを保証するために、媒体上のセルは、書込ヘッドの下方に配置されるとともに
、書込ヘッドの下方における磁気セルの通過と同期化される。この同期化は、書込磁極速
度だけでなく、どれだけ迅速に終端または前面シールドが磁束回路を閉鎖するかにも依存
し、プロセスにおける書込磁場勾配を確立する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　要約
　シールドの磁気応答と書込磁極の磁気応答とを能動的に同期させることが開示される。
トランスデューサヘッドは、書込磁極とシールドとを含む。シールドは、前面シールドお
よび／または側面シールドであり得る。制御回路は、動作中にシールドの磁気応答と書込
磁極の磁気応答とを能動的に同期化し、たとえば、磁気記憶装置における消去を緩和する
とともに性能を向上する。他の実行例も、本明細書において説明され、かつ記載される。
【０００４】
　この要約は、以下の詳細な説明においてさらに説明される単純化した形式で、概念の選
択を紹介するために設けられる。この要約は、主張される主題の重要な特徴または不可欠
な特徴を特定することを意図したものではなく、また、主張する主題の範囲を限定するた
めに用いられることを意図したものでもない。主張される主題の他の特徴、詳細、効用、
および局面は、以下のより特定的に記載されるさまざまな実行例の詳細な説明、および添
付の図面にさらに記述されかつ添付の特許請求の範囲において定義されるような実行例か
ら明らかであろう。
【０００５】
　説明される技術は、添付の図面と関連して読まれるさまざまな実行例を記述する以下の
詳細な説明から理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】アクチュエータアッセンブリの一端に位置付けられるトランスデューサヘッドを
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有する磁気記憶ディスクの例示的な実行例の平面図である。
【図２ａ】書込磁極および前面シールドが可視化された、例示的なトランスデューサヘッ
ドの単純化された側面図である。
【図２ｂ】書込磁極、前面シールド、および側面シールドが可視化された、例示的なトラ
ンスデューサヘッドの単純化された空気軸受面（air bearing surface：ＡＢＳ）図であ
る。
【図３ａ】側面シールドに対して異なる位置にあるコイルワイヤを示す例示的なトランス
デューサヘッドの単純化された上面図である。
【図３ｂ】側面シールドに対して異なる位置にあるコイルワイヤを示す例示的なトランス
デューサヘッドの単純化された上面図である。
【図３ｃ】側面シールドに対して異なる位置にあるコイルワイヤを示す例示的なトランス
デューサヘッドの単純化された上面図である。
【図３ｄ】側面シールドに対して異なる位置にあるコイルワイヤを示す例示的なトランス
デューサヘッドの単純化された上面図である。
【図４ａ】前面シールドに対して異なる位置にあるコイルワイヤを示す例示的なトランス
デューサヘッドの単純化された側面図である。
【図４ｂ】前面シールドに対して異なる位置にあるコイルワイヤを示す例示的なトランス
デューサヘッドの単純化された側面図である。
【図５】シールドの磁気応答と書込磁極の磁気応答とを能動的に同期させるように構成さ
れ得る例示的な制御回路のブロック図である。
【図６】シールドの磁気応答と書込磁極の磁気応答とを能動的に同期させるための例示的
な動作を示すフローチャートである。
【図７】シールドの磁気応答と書込磁極の磁気応答とを能動的に同期させるために用いら
れ得るトランスデューサヘッドを製造するための例示的な動作を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　詳細な説明
　磁気データ記憶装置は媒体を含み、各ビットは媒体上に磁気的に記憶される。データは
、整然としたビットトラックに沿った個別のセルに記憶され、典型的には、記憶媒体にお
いて同心半径位置（たとえば、内径（inner diameter：ＩＤ）から外径（outer diameter
：ＯＤ）に記録される。記憶媒体が記憶装置内で回転するとき、トランスデューサヘッド
は、データトラックに沿った記憶媒体表面に極めて近接して配置され、トラック内の個別
セルからデータを読み出すとともに個別セルへデータを書込む。
【０００８】
　ディスク駆動部は、典型的には、記憶媒体に隣接するトランスデューサヘッドを位置決
めするためにアクチュエータを用いる。サーボコントロールシステムは、トランスデュー
サヘッドによってデータトラックから、典型的には、トラックにわたって概して半径方向
に延在する均等に角度をもって間隔が開けられた（equally-angularly-spaced）サーボセ
クタから読出されたサーボ位置決め情報を受ける。サーボコントロールシステムは、アク
チュエータに制御信号を供給して、トランスデューサヘッドをトラック上に維持したり、
データの読出しおよび書込みのために所望のトラックにトランスデューサヘッドを移動し
たりする。
【０００９】
　磁束回路を確立する書込磁極を磁束回路を閉鎖する前面シールドと同期させることは、
書込精度を向上させ、与えられる書込磁場が２つのビット間における高速かつ鋭い遷移を
達成することを保証する。
【００１０】
　図１は、アクチュエータアッセンブリ１１０の一端に配置されたトランスデューサヘッ
ド１０５を有するディスク１００の例示的な平面図を示す。ディスク１００は、外径１０
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２および内径１０４を含み、その間に円形の破線によって示される多くの同心円トラック
１０６を有する。トラック１０６は、実質的に円形であり、かつ一定の間隔が開けられて
おり、ディスク１００上に示されるようにトラック１０６内の楕円として示される。ディ
スク１００は、動作中は、ディスクの回転軸まわりに回転する。
【００１１】
　情報は、異なるトラック１０６における、ディスク１００上のトラックに書込まれ、そ
こから読出される。（図１における分解図にも見られるような）トランスデューサヘッド
１０５は、アクチュエータアッセンブリ１１０上において、アクチュエータアッセンブリ
１１０の回転軸の遠位端に搭載され、ディスク動作中に、ディスク１００表面の上方に極
めて接近して浮上する。アクチュエータアッセンブリ１１０は、探索動作中、ディスク１
００に近接して配置されるアクチュエータアッセンブリ１１０の回転軸周りを回転する。
探索動作は、トランスデューサヘッド１０５を目標トラック上に位置付ける。
【００１２】
　一実行例においては、遷移の鋭さを向上し、かつサイドトラック消去を低減するために
、トランスデューサヘッド１０５における書込磁極および前面シールドは、たとえば、コ
イル１５０を用いて能動的に同期化される。例示的な書込磁極および前面シールドは、図
２ａおよび図２ｂに示されるトランスデューサヘッドの図において見ることができる。
【００１３】
　図２ａは、例示的なトランスデューサヘッド２０５（たとえば、図１におけるトランス
デューサヘッド１０５）の、単純化された側面図２００を示す。トランスデューサヘッド
２０５は、（省略されたアクチュエータアッセンブリとともに）書込磁極２１０および前
面シールド２２０を含むように示される。図２ｂは、図２ａに示される例示的なトランス
デューサヘッド２０５の空気軸受面（ＡＢＳ）図２０１を示す。ＡＢＳ図２０１は、書込
磁極２１０および前面シールド２２０を示しており、これらは、たとえば、矢印２－２の
方向に、トランスデューサヘッド２００において「見上げる」ＡＢＳ２０２から現れるよ
うに示される。側面シールド２３０ａおよび２３０ｂも、図２ｂに示される図において見
ることができる。
【００１４】
　トランスデューサヘッド２０５は、コンパクトコア（compact core）で設計される。コ
ンパクトコアは、低減された書込磁場立上がり時間に応答する性能の利益（つまり、書込
磁極がコイル場の方向の変化に、どれだけ速く応答するか）を示す。メイントランスデュ
ーサヘッドコイル２０１ａおよび２０１ｂは、書込磁場立上がり時間を低減する目的のた
めに、磁気記憶媒体のＡＢＳ２０２に近接して実現され得る。しかしながら、書込磁場立
上がり時間を変更することは、勾配立上がり時間（つまり、書込構造が、どれだけ速く理
想的な勾配を達成するか）に影響を与えない。書込磁場は、主に書込磁極によって決定さ
れるが、勾配は書込構造の応答に依存する。勾配立上がり時間は、典型的には、書込磁場
立上がり時間よりもずっと遅く、書込磁極の速度だけでなく、前面シールド（たとえば、
前面シールド２２０および／または側面シールド２３０ａ，２３０ｂ）が、書込磁場勾配
を確立するために、どれだけ速く磁束回路を閉鎖するかに依存する。コンパクトコア設計
は、サイドトラック消去（つまり、隣接トラックへの書込み）の実質的なリスクを示す。
【００１５】
　例示的なアプローチは、トランスデューサヘッドにおける書込磁極と前面シールドとの
間の書込ギャップに挿入される電流ワイヤ（Ampere wire）を利用する。電流ワイヤは、
書込磁極および前面シールドを同時に励起する。しかしながら、書込ギャップ内へのその
ようなワイヤの配置は、書込ギャップのサイズを増加し、それは、良好な書込磁場勾配を
確立することと両立しない。さらに、電流ワイヤのサイズおよび配置は、信頼性の問題を
引き起こし得る。電流ワイヤの位置は、電流ワイヤによって生成される磁場が書込磁場お
よび書込磁場勾配を直接的に強化するために選択され得るが、そのような強化は、小さい
書込ギャップを有するトランスデューサヘッドに用いられる場合には、不十分であるよう
に見える。電流ワイヤを書込ギャップ内に配置するために、書込シールドと書込磁極との
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間の距離を増加することが必要であり、それは勾配の低減をもたらす。
【００１６】
　消去緩和および性能向上を助けるために、より良いコイル設計が開示される。コイル設
計は、ＡＢＳにおける書込磁極２１０の付近に配置されるコイルワイヤ２５０によって励
起されかつフィールド増幅される磁場を生成する。コイルワイヤ２５０は、細いワイヤ内
の大きな電流密度によって、局部的な大きな磁場を生成し得る。
【００１７】
　ワイヤからの磁場プロファイルが、書込磁極２１０の磁場プロファイル上にマッピング
されて、強化された磁場勾配を生成する。磁場は、磁気シールドおよび／またはトランス
デューサヘッド２０５において生成される他の磁場を用いる磁場相殺を用いて、クロスト
ラック（cross-track）方向に拘束される。
【００１８】
　一例においては、トランスデューサヘッド２０５は、前面シールド２２０および／また
は側面シールド２３０ａ，２３０ｂに隣接して配置される、および／またはその内部に設
けられるコイルワイヤを含む。図２ａおよび図２ｂにおいては、コイルワイヤ２５０は、
トランスデューサヘッド２０５における前面シールド２２０上に配置されるように示され
る。そのような実行例は例示の目的のために示されており、限定することを意図したもの
ではない。コイルワイヤ２５０の配置は、図３ａ～図３ｄおよび図４ａ，図４ｂにおける
さまざまな実行例を参照して、以下においてより詳細に議論される。本明細書の教示を十
分に理解した後に当業者には明らかであるように、コイルワイヤ２５０の他の配置も企図
される。
【００１９】
　１つまたはより多くのコイルワイヤ２５０が用いられ、各々がコイルを形成するために
用いられる１つまたはより多くのワイヤの巻き線を含み得ることに注意すべきである。コ
イルワイヤを製造するために用いられる材料は、限定されないが、Ｃｕ，Ａｕ，Ａｌ，Ｗ
およびＭｏのような金属を含む、幅広い種類の従来の導電体の任意のものを含み得る。カ
ーボンナノチューブのような、他の非金属材料が用いられてもよい。材料は、コイルワイ
ヤ２５０に電流が流れることによって熱が生成されたとしてもサイズが抑えられるように
、小さな熱膨張係数を有するように選択され得る。
【００２０】
　コイルワイヤ２５０を製造するために用いられる導電率および材料は、所望の結果に応
じて設計され得る。たとえば、所望の導電率および電流密度を生成して書込磁極２１０と
反対の極性を有する強力な磁場を生成するために、異なる物質を用いることができる。低
減された側面磁場、良好なクロストラック磁場抑制、および隣接トラックからの遮蔽を生
成するように、材料および設計は選択され得る。
【００２１】
　コイルワイヤ２５０は、メイントランスデューサヘッドコイル２０１ａ，２０１ｂに流
れる電流と反対方向に流れる、相対的に小さい電流を用いて励起される。この電流は、書
込動作中に、書込磁極２１０の応答を、前面シールド２２０および／または側面シールド
２３０ａ，２３０ｂと能動的に同期させるような磁場を生成する。
【００２２】
　コイルワイヤ２５０内の電流は、メインコイルに供給される電流と同様であってもよい
し、あるいは、異なっていてもよい（たとえば異なった波形）。高電流密度時に生成され
る熱は、飛行中のヘッドのためにＡＢＳにおいて利用可能な冷却パワーを通して放散され
得る。この冷却パワーは、トランスデューサヘッド２０５に比べて大きな記録媒体の表面
領域のために、トランスデューサヘッドにすでに備わっている。
【００２３】
　コイルワイヤ２５０は、限定されないが、電流源を含む任意の適当なソースを用いて励
起される。一例においては、コイルワイヤ２５０は、メイントランスデューサヘッド２０
１ａ，２０１ｂを励起するために用いられるのと同じ電流源を用いて励起される。他の例
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においては、コイルワイヤ２５０内の電流は、メイントランスデューサヘッド２０１ａ，
２０１ｂとは独立的に駆動され得る。そのような実行例においては、電流源は、メコイル
ワイヤ２５０内に、イントランスデューサヘッド２０１ａ，２０１ｂに提供されている電
流と独立した電流を確立するために用いられる。独立電流源を用いることは、たとえば、
図５に示される回路図を参照して以下においてより詳細に議論される動作条件およびフィ
ードバックループに基づいて、電流の特性（たとえば、波形，振幅、および位相）をコイ
ルワイヤ２５０のために「微調整」することを可能にする。
【００２４】
　コイルワイヤ２５０は、（１巻き以上）巻回され、少なくとも１つの導電体を含む。コ
イルワイヤ２５０は、電流源からの電流で励起され得る。上述のように、コイルワイヤは
、所望の結果を達成するように、トランスデューサヘッドにおける任意の適当な位置に設
けられる。
【００２５】
　図３ａ～図３ｄは、トランスデューサヘッド（たとえば、図２ａおよび図２ｂに示され
た例示的なトランスデューサヘッド２０５）の一部の、単純化された上面図３００ａ～３
００ｃを示す。これらの図は、書込磁極３１０ａ～３１０ｃおよび側面シールド３３０ａ
～３３０ｃに対するさまざまな例示的な位置にあるコイルワイヤ３５０ａ～３５０ｃをそ
れぞれ示す。側面シールド３３０ａ～３３０ｃのうちの１つのみが図３ａ～図３ｄにおけ
る図３００ａ～３００ｃに示されるが、コイルワイヤ３５０ａ～３５０ｃは、側面シール
ドの一方または双方に位置付けられる。
【００２６】
　図３ａにおいては、コイルワイヤ３５０ａは、書込磁極３１０ａに対して、側面シール
ド３３０ａの後面に設けられるように示される。図３ｂにおいては、コイルワイヤ３５０
ｂは、側面シールド３３０ｂ内または内部に設けられるように示される。図３ｃにおいて
は、コイルワイヤ３５０ｃは、側面シールド３３０ａ上に設けられ、書込磁極３１０ｃに
対して露出するように示される。図３ｄにおいては、コイルワイヤ３５０ｄは、側面シー
ルド３３０ｄと書込磁極３１０ｄの間に設けられるように示される。
【００２７】
　図３ａ～図３ｄに示された例の各々においては、コイルワイヤ３５０ａ～３５０ｃは、
側面シールド３３０ａ～３３０ｃ上において、ダウントラック方向に位置付けられる。こ
の位置は、コイルワイヤ３５０ａ～３５０ｃが、書込磁極３１０ａ～３１０ｃによって側
面シールド３３０ａ～３３０ｃ内に生成される漏れ磁束に直接的に対抗する電磁場を生成
することを可能にする。
【００２８】
　サイドトラック消去の調査中、側面シールド３３０が書込磁極３１０よりも高速の応答
時間を有することが観測された。側面シールド３３０は、ずっと大きな動的透磁性も有す
る。さらに、ワイヤ３５０は、メイントランスデューサヘッドコイルよりも、側面シール
ド３３０により近い。そのため、書込磁極が磁化を開始する方向と反対方向に、側面シー
ルド内の磁化を迅速に揃えるために、ワイヤ３５０によって生成される小さな電流場（Am
perian field）のみが必要とされる。結果として、書込磁極からの磁束経路は、消去経路
上に移動する代わりに、軟磁性裏打ち層（soft-under-layer：ＳＵＬ）に戻るとともに側
面シールド３３０内に返り、それによって、サイド消去を低減してクロストラック勾配を
向上する。
【００２９】
　図４ａ～図４ｂは、前面シールドに対して異なる位置にあるコイルを示す、例示的なト
ランスデューサヘッドの単純化された側面図を示す。図４ａにおいては、コイルワイヤ４
５０ａは、書込磁極４１０ａに対して、前面シールド４２０ａに隣接して（たとえば、上
方または上面に）設けられるように示される。図４ｂにおいては、コイルワイヤ４５０ｂ
は、前面シールド４２０ａ内または内部に設けられるように示される。図４ａ，図４ｂの
双方に示される例においては、コイルワイヤ４５０は、前面シールドに近接するまたは内
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蔵されるクロストラック方向に配向され、書込磁極からダウントラック方向に埋め込まれ
ている。
【００３０】
　図３ａ～図３ｄおよび図４ａ，図４ｂに示される例の各々においては、メイントランス
デューサヘッドコイルとは反対の方向に電流が印加される。このような実行例は、書込磁
極と反対方向への前面シールドの高速再磁化を可能とし、書込時の向上された勾配立上が
り時間および振幅、ならびに前面シールド飽和の低減をもたらす。
【００３１】
　書込磁極および戻り磁極へのシールドの磁気結合が、コイルワイヤの特性（たとえば、
絶縁体厚み、導電体厚み、磁気材料の体積、および使用される材料の磁気特性）、コイル
ワイヤと書込磁極との間のインタフェースの面積、およびコイルワイヤに供給される電流
を調整することによって、分離して調整され得ることにも注意すべきである。
【００３２】
　さらに、そのようなシールドは、任意の適当な材料で作ることができ、たとえば、コイ
ルワイヤによって生成される磁場を強化しおよび／または方向付ける電気特性および温度
特性によって、コイルワイヤの動作を補完するように製造されてもよいことに注意すべき
である。たとえば、軟磁性材料はヘッドから発生する磁束のための戻り磁極、および（隣
接トラックから発生する磁場から書込磁極を遮蔽する）磁気シールドの双方として機能す
るので、シールドはコイルワイヤの磁場プロファイルを制約するように設計されてもよい
。適当な磁性材料の例は、限定されないが、ＮｉＦｅ、ＣｏＦｅおよびＣｕ／ＣｏＦｅマ
ルチレイヤ構造を含む。
【００３３】
　さらに、コイルワイヤにおけるより高い電流密度が、書込磁極と反対の極性を有する強
力な側面磁場（side field）を生成するために用いられてもよい。この効果は、シールド
の軟磁性材料と組み合わされて、低減された副作用、良好なクロストラック磁場制約、お
よび隣接トラックの遮蔽をもたらす。シールドはコイルワイヤのヒートシンクとしても機
能するので、磁性材料は良好な温度特性を有するはずである。
【００３４】
　他の実行例においては、追加のワイヤがトランスデューサヘッド内に設けられ、書込磁
極の磁化状態に影響を与えて、消去のような書込後の消去（erase after write：ＥＡＷ
）を低減するように、追加の磁場を提供するために用いられる。したがって、同じ書込磁
場について、側面シールド消去の大きさは、大幅に低減され得る。前面シールド上方の、
クロストラック方向へのコイルワイヤの配置は、勾配立上がり時間の向上をもたらすこと
にも注目すべきである。
【００３５】
　追加のワイヤから生成される磁場は書込み後消去を緩和するが、コイルワイヤからの電
流場がメイントランスデューサヘッドコイルによって発生される方向と反対方向であるの
で、書込磁極の性能についての負の影響も有し得る。しかしながら、この影響を低減また
は相殺をもするために、追加の測定が採用され得る。たとえば、特定の電流波形が、メイ
ントランスデューサヘッドコイルの初期励起に先立って、あるいは一時的にその間におい
て、コイルワイヤを励起するために用いられてもよいが、メイントランスデューサヘッド
コイルが励起されると、直ちにコイルワイヤをターンオフにする。他の例においては、書
込磁極に影響を与える直接漏れ磁束を防止するために、コイルワイヤは、磁性材料で被覆
され得る。被覆の例は、前面シールド内にワイヤを埋め込むことである。さらに他の例に
おいては、コイルワイヤの形状は、その幾何学が、書込磁極においてではなく、前面シー
ルドにおける磁場の生成に好都合であるような方法で製造される。この特性を発揮する例
示的な形状は、コイルワイヤはＡＢＳに平行な薄い導電平面を形成するように、ダウント
ラック方向に延びるが、ＡＢＳに垂直な方向には狭められたコイルである。
【００３６】
　図５は、トランスデューサヘッドにおいて、書込磁極の磁気応答およびシールドを能動
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的に同期させるように構成された例示的な制御回路５００のブロック図を示す。一実行例
においては、書込磁極の磁気応答およびシールドの磁気応答を能動的に同期させることは
、トランスデューサヘッドから離れて配置される回路によって実行されて、１つまたはよ
り多くのコイルワイヤ５１０を励起する。他の実行例においては、回路は、トランスデュ
ーサヘッド上またはトランスデューサヘッド内に配置される。ヘッド外の回路とヘッド上
の回路の組み合わせを採用してもよい。
【００３７】
　一例においては、制御回路５００は、励起源５２０を含む。励起源５２０は、コイルワ
イヤ５１０へ電流を搬送する電流生成器であり得る。上述のように、励起源５２０は、メ
イントランスデューサヘッドコイルを駆動する同じ電流源であってもよい。励起源５２０
は、メイントランスデューサヘッドコイルを駆動する電流源と独立であってもよい。この
ような例は、励起源５２０が、トランスデューサヘッドコイルへ供給されている電流と独
立し、コイルワイヤ５１０のために「微調整」されまたは調整される電流を搬送すること
を可能にする。
【００３８】
　独立した励起源は、センサモジュール５３０を含む制御回路５００において実現されて
もよい。センサモジュール５３０は、コイルワイヤ５１０からの入力、および／または、
コイルワイヤ５１０によって生成されている電磁場を受信する。センサモジュール５３０
は、他のソースからの入力も受信し得る。
【００３９】
　センサモジュール５３０によって受信された入力は処理されて、励起源５２０の出力に
対する調整を行なうために用いられる。たとえば、センサモジュール５３０における入力
は、励起源５２０の出力になされ得る２，３の調整の例であるが、位相調整５３１、振幅
調整５３２、および／または、電流信号の波形５３３のために用いられ得る。
【００４０】
　図６は、シールドの磁気応答および書込磁極を能動的に同期させるための例示的な動作
６００を示すフローチャートを示す。例示的な動作６００は、回路内に実現されてもよい
し、および／または、ロジックとしてエンコードされてもよい。
【００４１】
　励起動作６０２において、コイルワイヤはメイントランスデューサヘッドコイルに流れ
る電流と反対の方向に流れる電流によって励起される。一実行例においては、前面シール
ド上のコイルが６０２ａにて励起され、および／または、前面シールド内部のコイルが６
０２ｂにて励起される。他の実行例においては、側面シールド上のコイルが６０２ｃにて
励起され、および／または、側面シールド内部のコイルが６０２ｄにて励起される。電流
（たとえば、方向、波形、および／または振幅）は変化し得ることが、理解されるべきで
ある。同期化動作６０４において、シールドの磁気応答および書込磁極が同期化される。
他の実行例においては、側面シールドと前面シールドとの組み合わせが励起され得る。
【００４２】
　図７は、シールドの磁気応答および書込磁極を能動的に同期させるために用いられ得る
トランスデューサヘッドを製造するための例示的な動作７００を示すフローチャートを示
す。
【００４３】
　組立動作７０２において、トランスデューサヘッドが磁気記憶媒体のために提供される
。他の組立動作７０４において、書込磁極およびシールドがトランスデューサヘッドのた
めに提供される。他の組立動作７０６において、コイルが提供される。コイルは、シール
ドに隣接して設けられ得る。他の実行例においては、コイルは、シールド内部に設けられ
る。シールドは、前面シールドであってもよいし、および／または側面シールドであって
もよい。他の組立動作７０８において、励起源がコイルのために提供される。
【００４４】
　設定動作７１０において、制御回路は、動作中に、シールドの磁気応答および書込磁極
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を能動的に同期させるように設定される。一実行例においては、制御回路は、動作中に少
なくとも１つのコイルを励起するように設定される。
【００４５】
　シールドの磁気応答および書込磁極を能動的に同期させるための上述した実行例は、た
とえば、ＡＢＳにおける誘電書込ヘッドに動作可能に関連する薄膜コイルワイヤを用いて
、高効率書込動作を提供する。コイルワイヤからの高磁束密度は、書込磁極を磁化する。
コイルワイヤからの磁場プロファイルは、書込磁極の磁場プロファイル上にマッピングさ
れ、現在の技術の能力を超える向上された磁場勾配を生成し、その設計は、公知の低複雑
性材料および処理技術を用いて、容易に生産および製造することができる。
【００４６】
　本明細書の例示的な実行例は磁気媒体に適用されるが、それらは、パターン化媒体（pa
tterned media）のような他のタイプの媒体、およびそれらの記録方法にも適用可能であ
る。
【００４７】
　上記の仕様、例、およびデータは、書込磁極の磁気応答およびシールドを能動的に同期
させるために用いられ得る方法および装置の例示的な実行例の構造についての完全な説明
を提供する。装置のさまざまな実施例が、ある程度の特殊性によって、または１つまたは
より多くの個別の実行例を参照して上述されたが、当業者は、本発明の精神または範囲か
ら逸脱することなく、開示された実行例に対する多くの変更をなし得る。上記の説明に含
まれ、かつ、添付の図面に示されるすべての事項は、特定の実行例の単なる例示として解
釈されるものであり、それに限定するものではない。以下の特許請求の範囲において定義
されるような、本発明の基本的な要素から逸脱することなく、詳細または構造における変
更がなされ得る。
【符号の説明】
【００４８】
　１００　ディスク、１０２　外径、１０４　内径、１０５，２００　トランスデューサ
ヘッド、１０６　トラック、１１０　アクチュエータアッセンブリ、１５０　コイル、２
０１ａ，２０１ｂ　メイントランスデューサヘッド、２１０，３１０，３１０ａ，３１０
ａ～３１０ｄ，４１０ａ　書込磁極、２２０，４２０ａ，４２０ｂ　前面シールド、２３
０ａ，２３０ｂ，３３０，３３０ａ～３３０ｄ　側面シールド、２５０，３５０，３５０
ａ～３５０ｄ，４５０，４５０ａ，４５０ｂ，５１０　コイルワイヤ、３００ａ～３００
ｃ　上面図、３５０　ワイヤ、５００　制御回路、５２０　励起源、５３０　センサモジ
ュール。
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